
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН на 2024-2029 гг.,  

претендента на должность директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе С.В. Иванова  

(директор института с 2019 г.) 

Стратегическая задача 1. Усиление лидирующей роли ФТИ им. А.Ф. Иоффе, как ведущего много-

профильного научно-технологического центра РФ и одного из ведущих исследовательских центров 

мира, обладающего уникальным кадровым потенциалом и выполняющего фундаментальные иссле-

дования и прикладные НИР и НИОКТР разработки мирового или превышающего мировой уровня 

по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны и в целях укрепления 

ее обороноспособности: электроника, фотоника, энергетика, новые материалы, астрофизика. 

1) Фундаментальные и прикладные разработки гетероструктурной компонентной базы 

полупроводниковой оптоэлектроники, квантовой фотоники, СВЧ- и силовой электроники на 

базе Si/SiC/GaN, фотовольтаики для обеспечения технологического суверенитета и опережа-

ющего развития РФ: завершение строительства НИОКР-центра ФТИ (2025 г., ~2.3 млрд. руб.), за-

вершение создания научно-технологической инфраструктуры Центра современной импортозаме-

щающей гетероструктурной ЭКБ на базе ФТИ им. А.Ф. Иоффе на 100 рабочих мест и его техноло-

гический запуск (2027 г. ~4 млрд. руб.) для выполнения комплексных НИОКТР по заказу индустри-

альных партнеров (ГК «Росатом», ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», АО «КРЭТ», АО «Швабе», АО 

«Элемент», АО «РЖД», АО «ЗНТЦ» и др.) и мелкосерийного производства соответствующей ЭКБ 

с выходом к концу 2029 г. на уровень привлеченного финансирования 2 млрд. руб. в год. 

2) Фундаментальные и НИОКТР разработки инновационных подходов в энергетике: УТС 

в рамках строительства ИТЭР и Программы РТТН на базе «Глобус-М2», включая развитие инфра-

структуры и продвижение «Глобус 3» (ГК «; запуск серии стратегических проектов ОКР и НИОКР 

по разработке инновационных электрогенераторов на базе двигателей с внешним подводом тепла 

по циклу Стирлинга (16 – 1000 кВт) и термоэмиссионных преобразователей (16-500 кВт) для ком-

пактных АСММ (1-5 МВт) наземного, космического и подводного назначения (ГК «Росатом», ФПИ, 

ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», РЭА Минэнерго, правительства регионов АЗ РФ и ДВ) (2024-

2030 гг); инновационные разработки в области термоэлектричества (ГК «Росатом» и ГК «Роскос-

мос»); технологии производства и использование водорода (ГК «Росатом»); НИОКР, создание сер-

тификационного Центра и мелкосерийного производства по высокомощным аккумуляторам и су-

перконденсаторам, к 2029 г. - до 1,5 млрд. руб. в год. 

3) Фундаментальные и НИОКТР разработки в области инновационного материаловеде-

ния: углеродные наноматериалы (наноалмазы, графен, электродные материалы); металл-оксидные 

нанокатализаторы; термопластичные композитные полимеры и композитные металлы; новые полу-

проводниковые материалы (двумерные халькогениды, объемные SiC, оксиды и нитриды III группы) 

Стратегическая задача 2. Участие института в крупных национальных и федеральных проектах 

РФ, усилении роли РАН в научно-технологическом и социальном развитии страны. 

НП «Наука и университеты»: Программа обновление приборной базы ведущих организаций 

(свыше 1 млрд. за 6 лет до конца 2024 г., реализован новый принцип распределения  - конкурс науч-

ных и прикладных проектов); Программа создания молодежных лабораторий (2018 г., базовые – 3 

лаб., 2022-2023 гг., прикладные – 6 лаб. по микроэлектронике и 1 лаб. по энергетике; 2024 г. - пла-

нируется 2 прикладных лаб.); Программа «Приоритет 2030»: конструктивное сотрудничество с 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» c 2022 г. по направлению радиофотоники и ФИС; НОЦ «Север: территория 

устойчивого развития»: участие с 2022 г. по направлениям разработки и создания: технологий и 

оборудования по производству водорода, новых ТКП материалов для хранения и транспортировки 

водорода, новых автономных эффективных источников энергии для Арктической зоны РФ.  

Государственная программа РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федера-

ции»: участие в ФП «Подготовка кадров и научного фундамента электронной промышленности» в 
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